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 :چكيده 

مقالهطراحي ساختار چينش يك نانو سنسور بويايی را توصيف مي كند كه براي سرعت بالا و دقت بالا                   اين  

، بطور مستقيم با هفت      PE در طراحي موازي عظيم كه هر          (PES)يك تراشه ساده با مراحل       .مي باشند

 Feedback     نانوسنسور براي تشخيص دادن سرعت بالا      100نرخ نمونه برداري . سنسور ارتباط پيدا مي كند   

 .كاربرد آن در صنايع نظامي و صنايع نانوالكترونيك وشيميايي مي باشد.در اين بيني الكترونيكي كافي است

 

 ،A2D، VLSI،نانوسنسور ، بيني الکترونيکي ،  : کلمت کليدي
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 : مقدمه 

ند اين  يك موضوع مهم در تحقيقات سنسورها، ايده آرايش سنسورهايي است كه بوها را تشخيص بده                   

سنسورها بيني هاي الكترونيكي ناميده مي شوند استفاده از بيني هاي الكترونيكي موضوع مهمي است كه در                 

شكلهاي اوليه سنسورهاي شيميايي كه پايه سيليكوني دارند،           . ثبت انتشار گازهاي خطرناك بكار مي رود       

 سال گذشته اين    10-15ر عرض   امروزه در سراسر آزمايشگاههاي تحقيقاتي در حال تكميل شدن هستند د          

آرايه ها بصورت موفقيت آميزي نوشيدن الكل را از تنفس انسانها تشخيص مي دهند و همچنين المانهاي                    

در حال حاضر سنسورهاي سيمي در اندازه        . اجزاء مختلف گازهاي خروجي اتومبيل ها را مشخص مي كنند        

را توسعه بدهيم كه با صرفه بوده و در يك تراشه          هدف اين است كه يك سنسور سيمي نانو         .نانو وجود دارند  

 . بهره مند گرددVLSIالكترونيكي جمع شود و از تكنولوژي پيشرفته 

 :كه عبارتند از.       چندين جزء يك بيني مصنوعي وجود دارد كه مي تواند شناسايي شود

ال علامتهاي حس شده،      براي انتق  A/D آرايش سنسورها، طراحي مدارهاي تبديل كننده         توليد سنسورها، 

منظور بوهاي  (طراحي مدارهاي تشخيص دهنده سيگنالها و همچنين تشخيص دادن الگوها ي مختلف                  

اين مقاله  .  مي دهيم II، فقط يك ديد كلي از نانو سنسورهاي سيمي و فرآيند مونتاژ آن را در بخش                  )مختلف

ارسالي از نانو سنسور سيمي بكار       بر روي مدارهاي تشخيص بوهاي مختلف كه براي تفسير سيگنالهاي              

 .مي رود تمركز مي كند

 .يك مقدمه مختصر راجع به آرايش نانو سنسورهاي سيمي مي دهد: Iبخش 

 . را شرح مي دهدA/Dچگونگي كار مدار : IIبخش 

 .راجع به جزئيات طراحي آرايش سنسورهاي نانو پيشنهادي است: IIIبخش 

 



 

I  .سيستم نانو سنسورهاي سيمي: 

در اين مقاله از اصل     .  حاليكه اصول سنسورهاي حالت جامد مي تواند براي حس كردن گازها بكار مي رود            در

 .تغيير مقاومت مثلاًَ مقاومت سيستم بر اثر گازهاي مورد آزمايش استفاده شده است

رشد امروزه پليمرهاي هادي     . در اين بخش ما به شيمي سنسورهاي مقاوم در تغيير شيميايي مي پردازيم               

. كرده اند و در كنار فلزات بسيار هادي مانند طلا قرار گرفته اند طول پليمرها در مقياس نانو مي باشند                        

حساسيت مقاومت پليمرهاي هادي به غلظت گازها در حس كردن محيط زيست بستگي به جذب سطحي                  

 .گاز روي سطح سنسور دارد

غيير مي كند در يك غلظت متوسط مقاومت با        سطح و نرخ جذب سطحي با دما و همچنين با غلظت گازها ت            

 :غلظت گاز به شرح زير ارتباط دارد
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 . اعداد ثابت مي باشند& ,A غلظت گاز و C مقاومت پليمر و Rsكه در آن  

 

 s/cm 60-2/0 با نوع گاز و دماي سنسور تغيير مي كند براي مثال هادي بودن پليمر از                 &,Aثابـتهاي   

 و ما روي °400الي T=300ما فرض مي كنيم كه دما در نقطه كاري سنسور ثابت مانده است .  غيير مي كندت

براي سنسورهاي شيميايي در مقياس نانو      . وجود گاز را تشخيص دهيم    . غلظت گاز مورد نظر تمركز مي كنيم      

هزينه كمتر و دقت بيشتري     سنسورهاي نانو مي توانند     . مزيـتهاي بيشـتري نسبت به مقياس ماكرو وجود دارد         



سنسـورهاي نـانو مـي توانـند بصـورت انـبوه تولـيد شـده و سـپس در يك مدار سيلكوني با            . داشـته باشـند   

در مورد سنسورهاي در    . آرايـش هايـي مونـتاژ شـوند در اين صورت هزينه توليد مدارها حداقل خواهد شد                

 .مقياس ماكرو هزينه ها بالاست

 

II .يمي آرايش نانو سنسورهاي س: 

به سيستم ديجيتالي   . براي آرايش سنسورهاي ماكروسكوبي سيگنالهاي آنالوگ ايجاد شده بوسيله هر سنسور           

شده و داده هاي خام سنسورها به          به ديجيتال تبديل    (ADC)با استفاده از برگردان تفكيك بالاي آنالوگ         

ور برجسته اي تكميل مي شود و     ، براي تشخيص الگو كه بط     )4شكل(واحد پردازش مركزي فرستاده مي شوند    

توسط نرم افزار، اين راه حل امكان پذير مي باشد براي آرايش سنسورهاي ماكروسكوپي سايز و اندازه آرايه به                

اين سطح محدود است به هر حال اين سيستم قابل تبديل به مجموعه بزرگي نيست كه شامل صدها يا                        

  :قيماً متناسب است با دو چيززيرا سيستم شمارنده، مست. هزاران سنسور باشد

 .   ها A2D تعداد سنسورهاي روي تراشه و تفكيك 

 

 4شكل

 

 

 

 يـك آرايه سنسور تراشه الكترونيكي با هوش كه مجموعه  بصورت منفرد   5بعـنوان مـثال درشـكل       

بـا چهار سنسور و شدت جريان  )داده هـاي ديجيـتال   (digital interfaceقابليـت سـنس گـرما بصـورت     

داده هاي ديجيتالي تقريباً    .  ميلي متر مربع جمع شده را نمايش مي دهد         7×7 در يـك تراشـه با سطح         تكميلـي 

 .سطح كل تراشه را شامل مي شود% 10

 



  5شكل 

 
 . ها را كاهش دادADCزيادي از با صدها و هزاران نانو سنسور تفكيكي مي توان تعداد 

ما در اينجا از آرايه سنسور ها استفاده        . اسـت     نشـان داده شـده     ADCتفكيكـي ) bit(، يـك    2)a(در شـكل    

و جريان  )  وارد شده  Iin(يك جريان وارد شده به نانو سيم        . مـدار از دو بخش تشكيل يافته است       . كـرده ايـم   

ــرنس  ) Iref(رفــ

توســط دســتگاهي 

ــه ــود مقايس ــي ش .  م

 a(2(شكل 

 

 

 

 

 

 



 يابد كه نتبجه آن اين است كه       اگر مقاومت نانو سنسور بالا رود سيگنال خروجي افزايش ناگهاني مي          

  توسط آمپلي فاير مقايسه       Irefمي تواند بطورهماهنگ با    n Iiسيگنال  . گاز مورد هدف نمايان شده است      

 در نانو   (Rsensor) در حضور گاز بطور فاحشي بيشتر از مقاومت اوليه           (R)تغيير كنوني مقاومت    . شود

 300K ∆R طراحي كنيم كه      3Kنسوري با مقاومت پايه      براي مثال ما مي توانيم نانو س      . سنسور  مي باشد  

 .(2b)شكل با اين تغيير فاحش در مقاومت سيگنال خروجي قويي خواهيم داشت. است

 (2b)شكل

طراحي شدت جريان بستگي به      .  را كنترل كنيم   Irefما مي توانيم به راحتي اندازه ترانوسيستور و         

 .طراحي نانو سيم دارد

III .  جزئيات طراحي: 

ها و نانو سنسورهاي سيمي بر روي يك تراشه سنسور عملي كه در واقعيت قابل                    PEمجموعه  

 Nano wire Sensor).  ناميده مي شود  NANSeAاين طراحي جديد     . استفاده است را ايجاد مي كند     

Array) 6( در زير جزئيات طرح معرفي شده است در شكل( 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )6(شكل 
 

 Meshاين تشكيلات كاهنده     .  مي باشد orthogonal memory accessاحي         هدف طر 

RMOT) (  در اينجا   . ناميده شده استRMOT    عدد   4 ما داراي PE      مي باشد كه در شكل )نشان داده  ) 3

 .شده است

 ) 3(شكل 

ها در طول   PE.   چهارتاست PEتعداد   .  تهيه نموده ايم  4×4ما يك نانو سنسور سيمي      ) 3(در شكل   

. امين ستون Iامين شدت جريان خام در       I اضافه مي شود به     PEايه سنسور ديجيتالي جاگذاري شده اند ،         آر

درشكل (مزيت اين تشكيلات اين است كه درسطح مورد نظر سنسورهاي تحريك شده شناسايي مي شوند                 

10.( 

 

 10شكل 

 

 

 



 

 نشان داده   PEدياگرام   ) 4(در شكل   .  سنسور متصل بهم را مي  شمرد      1ـNANSEA 7  در PEهر   

 .شده است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها وقتي كه گاز نمونه در       PE.   از كنترل لاجيك دريافت مي شود      Sensing  و Reset سيگنالهاي  

 با  PEهر   .  sensing=1, Reset=0بطور مثال در    . محيط احساس مي شود  شروع به پردازش ميكنند        

out put سنسور موجود ارتباط مي يابد7 هر يك از . 

 : ساختمان كلي تراشه

  PE مي باشد هر     RMOT4 10 4×4. نشان داده شده است   ) 5(شكل دياگرام تراشه از در شكل        

 ,Reset سيگنالهاي(كد اطلاعاتي   .بطور مستقيم به كنترل لاجيك و شدت جريان خروجي ارتباط دارد              

Sensing (  ازpin      هاي خروجي به همهPE   3.ها انتقال داده مي شود-bit  اده ها از همه      از دPE    ها در هر 

RMOT4به جريان خروجي انتقال مي يابد . 

 در سيستم موجود    RMOT4اگر عدد   .  از داده ها انتقال مي يابد    bit 12 ساعت   CLKدر طي هر    

و . جزئيات خروجي كنترل لاجيك در بخش بعدي نشان داده شده است          .  بار مي باشد  nكل انتقالات   .  باشد  

 .م افزار ميباشداين انتقالات در نر

 

 



 :شدت جريان خروجي

 بطور  PEاگر داده هاي منتج از هر       .   اطلاعات عظيمي در اين فرآيند موازي ايجاد مي كنند          PEهر  

 3، داراي   PEبراي سيستم ما، هر      . هاي خروجي داده شود ما مشكل تداخل خواهيم داشت        Pinهمزمان از   

bit     كل   .  از نتايج پردازش شده مي باشدPE192 مي باشد بنابراين    4×4×4=64 در اين سيستم برابر      ها bit 

از آنجائيكه الگوريتم تشخيص نمونه در زير مورد بحث قرار گرفته           . براي خروج يا انتقال به بيرون نياز است       

شدت جريان خروجي بعد پردازش كردن در         ) 6(شكل  .  به اجرا در بيايد    pipelineاست مي تواند در متر     

PEي دهد را نشان م . 
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